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摘要(译)

气相沉积源（60），多个控制板（80）和气相沉积掩模（70）按此顺序
设置。在基板和气相沉积掩模以固定间隔隔开的状态下，基板（10）相
对于气相沉积掩模移动。从气相沉积源的气相沉积源开口（61）排出的
气相沉积颗粒（91）穿过形成在气相沉积掩模中的相邻的控制板间空间
（81）和掩模开口（71），然后粘附到气相沉积掩模上。基板形成涂膜
（90）。至少一部分涂膜由已经通过两个或多个不同的控制间空间的气
相沉积颗粒形成。由此可以形成其中边缘模糊和厚度变化得到抑制的涂
膜。
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